
Présentation du projet 
Développement de composants GaN sur substrat silicium opérant au-delà de 3 kilovolts pour la conversion de puissance à très haut rendement 

Projets exploratoires dans le domaine de l’énergie,  Consortium (porteur: Farid Medjdoub, IEMN-CNRS et laboratoire participant: G2Elab ) 

Objectifs 
L’objectif de ce projet est de développer un nouveau concept 
permettant de briser la limitation en terme de tenue en tension des 
hétérostructures à base de GaN-sur-Silicium afin de bénéficier de 
tout le potentiel de cette filière émergente pour les applications 
nécessitant la conversion de forte puissance à très haut rendement.  

Plan de travail et méthodes 
Solution développée: gravure localisée 
du substrat de silicium en face arrière  
entre la grille et le drain empêchant  
la conduction parasite sous fort  
champ électrique.  
 

Principaux résultats 
La solution innovante basée sur une 
gravure localisée du silicium en face 
arrière permet de repousser les limites  
de la tension de claquage actuelle des 
composants GaN-sur-Si de manière  
significative. Une tenue en tension  
à l’état de l’art mondial  
a ainsi été obtenue. 

Conclusion/Résumé des faits marquants  
Le développement et le succès de ce nouveau concept ouvre la voie à 
l’utilisation de la filière de composant à base de GaN sur substrat de silicium 
aux applications de puissance nécessitant une tenue en tension de plusieurs 
de Kilovolts. En comparaison avec les composants disponibles actuellement 
(IGBT ou SiC MOSFETs), les propriétés intrinsèques de ce matériau 
permettront sans aucun doute de réduire la résistance à l’état passant, 
d’augmenter la vitesse de commutation ainsi que la fréquence d’opération et 
par conséquent bénéficier à la fois d’un très haut rendement et d’un 
encombrement fortement réduit au-delà du Kilovolt.  
Publication: N. Herbecq et al, APEX 7, 034103 (2014)  

 

Prolongement/perspectives 
Suite à ces résultats encourageants, un projet ANR appelé DESTINEE a été déposé. Il a pour ambition de développer une nouvelle génération 
de composant de puissance basée sur cette technologie au travers de la fabrication d’un prototype délivrant des spécifications non-accessibles 

pour les composants actuels. 
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Caractéristiques à l’état bloqué d’un transistor 
AlN/GaN avant et après gravure localisée en 

fonction de la distance grille-drain  
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